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【手続補正書】
【提出日】平成23年12月15日(2011.12.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の上に酸化層を形成する方法であって、
　分離領域を有するデバイス基板、多層の相互結合構造、およびデバイス基板と多層の相
互結合構造との間の絶縁層を含む半導体基板を得る工程と、
　分離領域を通って、デバイス基板の裏側から絶縁層に、少なくとも１つのホールをエッ
チングする工程と、
　酸性の電解質溶液中で基板を陽極酸化することにより、基板の上に酸化層を形成する工
程と、を含む方法。
【請求項２】
　酸性の電解質溶液中で基板を陽極酸化する工程は、クエン酸、酢酸、シュウ酸、硫酸、
リン酸、硝酸、またはそれらの組み合わせを含む電解質溶液中に、基板を浸責する工程を
含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　酸性の電解質溶液中で基板を陽極酸化する工程は、０％（含有せず）と２０％の間の酸
濃度を有する電解質溶液中に基板を浸責する工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　基板の上に酸化層を形成する工程は、少なくとも１つのホールの側壁に、酸化層を形成
する工程を含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　基板の上に酸化層を形成する工程は、
　電解質溶液中に基板を浸責する工程と、
　電解質溶液中に配置されたカソードと、基板の上または基板のそばに形成されたアノー
ドとの間に電位を与え、これにより基板を陽極酸化する工程と、で行われる請求項１に記
載の方法。
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【請求項６】
　電位を与える工程は、１０Ｖと４００Ｖの間の電位を与えることにより行われる請求項
５に記載の方法。
【請求項７】
　電位を与える工程は、時間の関数として基板を通る電流密度が変化するように、電位を
与えて行われる請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　陽極酸化工程は２工程のプロセスで行われ、電位を与える工程は、
　最初に、所定の時間、固定された電流密度が、基板を通って得られる工程と、
　所定の時間が経過した後に、固定された電位を与える工程と、で行われる請求項５に記
載の方法。
【請求項９】
　半導体デバイスの製造プロセスにおける、請求項１～８のいずれかに記載の方法の使用
。
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